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1. 緒言 

アモルファス炭素膜は sp2 と sp3 結合性炭素と水素から成る非晶質物質で膜内の構造はランダムである

と考えられてきた．一方で，sp 2/(sp2+ sp 3)=0.69，水素量 22 at.%の同じ構造を有する異なる原料から作製

した 2 つの膜の電気伝導率が 1 桁異なる等，炭素結合比と水素量以外の構造因子が特性に影響する事

が報告されている 1)．2021 年の本講演会で X 線吸収分光(XAS)において X 線入射角依存性を示す膜，

即ち，配向した sp2 結合炭素構造を有する膜の存在が指摘された 2)．本研究は異なる原料から膜を作製

し，XAS スペクトルの入射角度依存性を評価し，sp2 結合炭素の秩序が異なるか等を評価した． 

2. 実験方法 

アモルファス炭素膜は CH4，C2H2，C2H4 からパルスプラズマ CVD 法で圧力 3 Pa，電圧約 4 kV で

Si(100)上に約 1 m 合成した．これらの膜を放射光施設 New SUBARU の BL09A で 275-320 eV の X

線を用い，全電子収量法での XAS，及び X 線発光分光(XES)測定を X 線入射角度：0-75°で行った． 

3. 実験結果・考察 

X 線入射角：0-75°で測定した 3 種類のアモルファス炭素膜の 295 eV で規格化した XAS スペクトルを

Fig. 1 に示す．X 線の光子エネルギー285 eV 付近に π*C=C の吸収が観測された．σ*C=C のピークも

292-295 eV 付近に観測された．この結果，何れのアモルファス炭素膜も π*の強度が角度依存性を示した

事から，配向した sp2 結合炭素が構造を含む事が示された．更に原料により，π*ピーク強度の X 線入射

角度変化に対する強度の変化量が異なることから，sp2 結合炭素の配向分布に差がある事が示唆された． 

4. 結言 

 3 種の原料からアモルファス炭素膜を作製し，XAS スペクトルの入射角度依存性を評価した結果，膜内

に sp2 結合炭素の構造秩序が存在し，原料により，その分布が変化する事が示唆された． 
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 Fig. 1. X 線入射：0-75°で測定した 3 種類のアモルファス炭素膜の XAS スペクトル 
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